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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に画素が配置された表示領域と、
　前記表示領域を囲む額縁領域とを備え、
　前記表示領域は、
　　前記画素毎に配置された画素回路と、
　　前記画素回路上に形成された絶縁膜と、
　　前記絶縁膜に形成されたスルーホールを介して前記画素回路に接続する画素電極と、
　　前記画素電極上に配置され、発光層を含む有機層と、
　　前記有機層上に配置された透明導電膜とを有し、
　前記額縁領域は、
　　導電膜と、
　　前記導電膜を覆い、前記表示領域から前記額縁領域に連続的に配置された前記絶縁膜
に開けられ、底部分に前記導電膜を露出させるコンタクトホールと、
　　前記コンタクトホールを覆い、前記底部分の前記導電膜に接触して形成された金属膜
である第１金属膜と、
　　平面視において前記第１金属膜と重畳して前記表示領域を囲むシール剤と、を有し、
　前記第１金属膜は、前記シール剤の外端から露出しないように、前記表示領域から前記
額縁領域に連続的に配置され、前記表示領域の全域を覆い、
　前記透明導電膜は、前記表示領域から前記額縁領域に連続的に配置され、前記第１金属
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膜上に成膜されている、ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置であって、
　前記透明導電膜は、前記表示領域の全域を覆う電極である、ことを特徴とする表示装置
。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の表示装置であって、
　前記透明導電膜の上に、前記表示領域の全域を覆って形成される金属膜である第２金属
膜を更に備える、ことを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の表示装置であって、
　前記第１金属膜及び前記第２金属膜は、透光性を有する、ことを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の表示装置であって、
　前記コンタクトホールは、前記表示領域の外側の複数箇所に離散的に形成されている、
ことを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の表示装置であって、
　前記コンタクトホールは、前記表示領域の矩形を形成する一組の対向する２辺のうち、
一方の対向する２辺の外側に形成されている、ことを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の表示装置であって、
　前記表示領域に形成される前記画素は、それぞれ自ら発光する有機発光層を有している
、ことを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関し、特に薄膜トランジスタが絶縁基板上に形成された薄型の表
示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ等の情報通信端末やテレビ受像機の表示装置として、液晶表示装置や有機
ＥＬ（Electro-Luminescent）表示装置をはじめとする薄型表示装置が広く用いられてい
る。液晶表示装置は、２つの基板の間に封じ込められた液晶組成物の配向を電界の変化に
より変え、２つの基板と液晶組成物を通過する光の透過度合いを制御することにより画像
を表示させる装置である。一方、有機ＥＬ表示装置は、有機発光ダイオード（Organic Li
ght Emitting Diode）等の自発光体を用いた表示装置である。この有機ＥＬ表示装置は、
従来の液晶表示装置と比較して、自発光体を用いているため、視認性、応答速度の点で優
れているだけでなく、バックライトのような補助照明装置を要しないため、液晶表示装置
よりも薄型化が可能となっている。
【０００３】
　特許文献１は、有機ＥＬ表示装置の反射アノード電極において、Ａｇを含むＡｌ基合金
膜上に酸化物導電膜を積層した構造について開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１０８４５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　近年、特に携帯端末等に用いられる薄型表示装置においては、更なる小型化・薄型化が
求められており、表示領域の周囲に形成される額縁領域をより小さくすることが要求され
る。
【０００６】
　本発明は、上述の事情に鑑みてされたものであり、額縁領域をより小さくした表示装置
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の表示装置は、基板上に画素が配置された表示領域と、前記表示領域を囲む額縁
領域とを備え、前記表示領域は、前記画素毎に配置された画素回路と、前記画素回路上に
形成された絶縁膜と、前記絶縁膜に形成されたスルーホールを介して前記画素回路に接続
する画素電極と、前記画素電極上に配置され、発光層を含む有機層と、前記有機層上に配
置された透明導電膜とを有し、前記額縁領域は、導電膜と、前記導電膜を覆い、前記表示
領域から前記額縁領域に連続的に配置された前記絶縁膜に開けられ、底部分に前記導電膜
を露出させるコンタクトホールと、前記コンタクトホールを覆い、前記底部分の前記導電
膜に接触して形成された金属膜である第１金属膜と、を有し、前記透明導電膜は、前記表
示領域から前記額縁領域に連続的に配置され、前記第１金属膜上に成膜されている、こと
を特徴とする表示装置である。
【０００８】
　また、本発明の表示装置において、前記透明導電膜は、前記表示領域の全域を覆う電極
であってもよい。
【０００９】
　また、本発明の表示装置において、前記第１金属膜は、前記額縁領域にのみ形成されて
いてもよいし、前記透明導電膜と共に前記表示領域の全域を覆っていてもよい。
【００１０】
　また、本発明の表示装置において、前記透明導電膜の上に、前記表示領域の全域を覆っ
て形成される金属膜である第２金属膜を更に備えていてもよい。
【００１１】
　また、本発明の表示装置において、前記コンタクトホールは、前記表示領域の外側の複
数箇所に離散的に形成されていてもよく、前記表示領域の矩形を形成する一組の対向する
２辺のうち、一方の対向する２辺の外側に形成されていてもよい。
【００１２】
　また、本発明の表示装置において、前記表示領域に形成される前記画素は、それぞれ自
ら発光する有機発光層を有していてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置について示す図である。
【図２】図１の有機ＥＬパネルを構成するガラス基板に形成された回路について概略的に
示す図である。
【図３】図２のIII－III線における、有機ＥＬパネルの断面を概略的に示す図である。
【図４】図２のコンタクトホール付近の成膜について概略的に示す図である。
【図５】図４のカソード電極膜の第１変形例が示されている。
【図６】図４のカソード電極膜の第２変形例が示されている。
【図７】比較例１に係るコンタクトホールについて概略的に示す断面図である。
【図８】比較例２に係るコンタクトホールについて概略的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、図面において、
同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１５】



(4) JP 6231281 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

　図１は、本発明の一実施形態に係る表示装置である有機ＥＬ表示装置１００について示
す図である。この図に示されるように、有機ＥＬ表示装置１００は、有機ＥＬパネル２０
０を挟むように固定する上フレーム１１０及び下フレーム１２０と、表示する情報を生成
する回路素子を備える回路基板１４０と、その回路基板１４０において生成された表示情
報を有機ＥＬパネル２００に伝えるフレキシブル基板１３０と、により構成されている。
【００１６】
　図２には、図１の有機ＥＬパネル２００を構成するガラス基板２０１に形成された回路
について概略的に示されている。ガラス基板２０１は、有機発光素子を有する画素３１０
がマトリクス状に配置された表示領域３００と、表示する階調値に対応するデータ信号を
各画素のアノード電極に伝えるデータ信号線２２２と、データ信号線２２２に印加する電
圧を制御するデータ信号駆動回路２２１と、各画素のカソード電極であり表示領域３００
を覆うように配置されたカソード電極膜２１０と、カソード電極膜２１０に、カソード電
極線２１２及びコンタクトホール２１３を介して、カソード電圧を印加するカソード電圧
端子２１１と、を有している。
【００１７】
　ここで、コンタクトホール２１３は、矩形の表示領域３００を形成する一組の対向する
２辺のうち、一方の対向する２辺の外側部分に形成されている。これにより、他方の対向
する２辺の外側にはコンタクトホール２１３を形成することなく、表示領域３００の外側
の額縁領域を小さくすることができる。
【００１８】
　なお、この図においては、図が煩雑にならないように画素３１０の数を省略し、簡略化
して記載している。
【００１９】
　図３には、図２のIII－III線における、有機ＥＬパネル２００の断面が概略的に示され
ている。この図に示されるように有機ＥＬパネル２００は、ガラス基板２０１上に形成さ
れた回路を有し、回路の周囲に水分が侵入しないように、封止基板２３８及びシール剤２
３９により封止されている。また、ガラスに基板２０１には、複数の画素が配置された表
示領域と表示領域を囲む額縁領域が形成されている。
【００２０】
　表示領域は、画素毎に配置した画素回路３１１と、画素回路３１１上に形成した平坦化
膜２３２と、画素回路３１１に接続する画素電極２３５と、画素電極２３５上に配置した
有機層２３６と、有機層２３６上に配置したカソード電極膜２１０を構成する透明導電膜
２１５が対向電極として配置されている。画素電極は陽極であり、電流が供給される。平
坦化膜２３２は画素電極層と画素回路層とを分離する層であり、絶縁性の膜である。画素
電極２３５は平坦化膜２３２に形成したスルーホールを通って画素回路に接続している。
有機層２３６は単層又は多層で形成され、多層の場合はホール注入層、ホール輸送層、発
光層、電子輸送層、電子注入層を含む。対向電極はカソード電極であり、透明導電膜２１
５が用いられ、発光層から出射される光をパネル前面側に透過させている。層間絶縁膜２
３１は画素回路層に形成された絶縁層であり、回路と配線の絶縁性を確保している。
【００２１】
　額縁領域には導電膜であるカソード電極線２１２が形成されている。層間絶縁膜２３１
、平坦化膜２３２、画素間絶縁膜２３３は絶縁膜であり、表示領域と額縁領域に連続的に
配置されている。絶縁膜は額縁領域の導電膜を覆って配置されている。
コンタクトホール２１３は、カソード電極線２１２にカソード電極膜２１０を接触させる
ために形成された穴であり、本実施形態においては、層間絶縁膜２３１、平坦化膜２３２
及び画素間絶縁膜２３３の膜で形成されている。画素３１０は、データ信号線２２２に接
続されたアノード電極２３５が、カソード電極膜２１０との間に有機層２３６を挟むよう
に配置されることにより構成されており、カソード電極膜２１０とアノード電極２３５と
の電位差により流れる電流により有機層２３６が発光する。発光した光は、カソード電極
膜２１０を透過して封止基板２３８側の利用者に対して画像として表示される。
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【００２２】
　ここで、本実施形態のカソード電極膜２１０は、金属膜２１６及び透明電極膜２１５が
順に成膜されることにより形成されている。なお、本実施形態では、シール剤２３９は、
コンタクトホール２１３の更に外側に配置されているが、シール剤２３９は、コンタクト
ホール２１３の一部又は全部を覆うように形成されていてもよい。
【００２３】
　図７は、本実施形態を説明するための比較例１に係るコンタクトホール９１３について
概略的に示す断面図である。この図に示されるように、比較例１では、表示領域を覆うよ
うに形成されるカソード電極膜９１０は、透明電極膜９１５及び金属膜９１７の順にコン
タクトホール９１３に積層されて形成されている。透明電極膜９１５は、例えばＩＴＯ(I
ndium Tin Oxide）やＩｎＺｎＯにより形成され、これらは透明度は高いが抵抗値も高い
膜であることから、透明度は低いが抵抗値が低い、例えばＡｇ又はＭｇ－Ａｇ合金の薄膜
である金属膜９１７を透明電極膜９１５上に形成し、高透過率化と低抵抗化を図っている
。
【００２４】
　ここで、透明電極膜９１５は、スパッタリングにより形成される膜であるが、この製法
によれば、コンタクトホールの段差部の形状や被着材料の違いにより、被覆が不十分とな
ることがある。図７のＡの部分は、透明電極膜が、コンタクトホール９１３の膜に十分に
接していない部分であるボイドを表している。図７の場合には、ボイドは存在するが、透
明電極膜９１５がカソード電極線２１２と接していない部分の面積は、接している部分の
面積と比較して十分に大きいことから、表示装置の動作にはそれほどの影響はないものと
考えられる。しかしながら、額縁領域を小さくするために、コンタクトホールを小さくす
ることを考えると、図８の比較例２に係るコンタクトホール９１４に示されるように、カ
ソード電極線２１２と接していない部分の面積の割合が高くなり、高抵抗化、更には断線
してしまうことも考えられる。また、製造時に接触していたとしても、耐久性が低いため
、使用により高抵抗化又は断線することも考えられる。
【００２５】
　そこで、本実施形態では、図４に示されるように、コンタクトホール２１３に金属膜２
１６及び透明電極膜２１５をカソード電極線２１２上に順に成膜している。金属膜２１６
は、回転成膜若しくは斜方蒸着等の斜め成分を有する真空蒸着法にて形成される。これに
より、カソード電極線２１２は、金属膜２１６により十分に被覆され、コンタクトホール
２１３におけるカソード電極線２１２の露出面積が小さい場合であっても低抵抗で接続さ
れる。ここで、本実施形態において金属膜２１６は、表示領域３００を覆わずにコンタク
トホール２１３の周囲のみを覆う膜であり、上に形成された透明電極膜２１５のみが表示
領域３００を覆うこととしている。この場合には、金属膜２１６は、Ａｇ又はＭｇ－Ａｇ
合金からなる膜の他、不透明なＡｌ、Ｍｇ及びＷ等の高融点の金属を用いることができる
。透明電極膜２１５は、例えばＩＴＯやＩｎＺｎＯにより、スパッタリングで形成される
。
【００２６】
　したがって、本実施形態によれば、コンタクトホールの底に露出した配線を、ボイドを
作ることなく被覆することができ、コンタクトホールの面積を小さくしても、高抵抗化及
び断線を防ぐことができる。これにより、表示領域の周囲に形成されるコンタクトホール
の面積を縮小することができるため、表示領域の周囲に形成される額縁領域を小さくする
ことができる。また、ボイドが発生しないため、水分や薬液が残存することがなく、これ
らの残存物の拡散による品質の劣化を防ぐことができ、信頼性の高い表示装置を提供する
ことができる。
【００２７】
　また、本実施形態によれば、コンタクトホール２１３を離散的に複数箇所に設けている
ため、いずれかの箇所で断線等の不良が起こったとしても、他の箇所でコンタクトホール
２１３が機能することにより、表示装置を動作させることができる。
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【００２８】
　更に、コンタクトホール２１３は、矩形の表示領域３００を形成する２組の対向する２
辺のうち、一方の対向する２辺に沿って設置しているため、他方の対向する２辺の外側の
額縁領域を小さくすることができる。
【００２９】
　図５には、図４のカソード電極膜２１０の第１変形例であるカソード電極膜４１０が示
されている。カソード電極膜２１０との違いは、透明電極膜２１５上に更に金属膜４１７
が形成されていることである。この金属膜４１７は、透明電極膜２１５と共に、表示領域
３００を覆うように形成されている。この場合、金属膜４１７は、透過性を有している必
要があるため、Ａｇ又はＭｇ－Ａｇ合金により薄膜で形成されることが望ましい。これに
より、カソード電極膜４１０の特に表示領域における低抵抗化を図ることができる。
【００３０】
　図６には、カソード電極膜２１０の第２変形例であるカソード電極膜５１０が示されて
いる。図４のカソード電極膜２１０との違いは、図５と同様に透明電極膜２１５上に更に
金属膜４１７が形成されると共に、透明電極膜２１５の下に形成される金属膜５１６が、
表示領域３００を覆っている点である。この場合にも、金属膜５１６は、透過性を有して
いる必要があるため、Ａｇ又はＭｇ－Ａｇ合金により薄膜で形成されることが望ましい。
このような構成とすることにより、カソード電極膜５１０の表示領域における低抵抗化を
更に図ることができる。また、図には記載していないが、透明電極膜２１５上に金属膜を
形成せずに、透明電極膜２１５下の金属膜のみが表示領域を覆っている構成とすることも
できる。
【００３１】
　なお、上述の実施形態においては、コンタクトホールにより接続される電極をカソード
電極膜としたが、アノード電極であってもよいし、他の表現で定義される電極であっても
よい。
【００３２】
　また、上述の実施形態においては、トップエミッション型の有機ＥＬ表示装置を例とし
たが、ボトムエミッション型の有機ＥＬ表示装置であっても、他の自発光型の表示素子を
用いた表示装置であってもよいし、液晶表示装置等の他の表示装置であってもよい。
【符号の説明】
【００３３】
　１００　有機ＥＬ表示装置、１１０　上フレーム、１２０　下フレーム、１３０　フレ
キシブル基板、１４０　回路基板、２００　有機ＥＬパネル、２０１　ガラス基板、２１
０　カソード電極膜、２１１　カソード電圧端子、２１２　カソード電極線、２１３　コ
ンタクトホール、２１５　透明電極膜、２１６　金属膜、２２１　データ信号駆動回路、
２２２　データ信号線、２３１　層間絶縁膜、２３２　平坦化膜、２３３　画素間絶縁膜
、２３５　アノード電極、２３６　有機層、２３８　封止基板、２３９　シール剤、３０
０　表示領域、３１０　画素、３１１　画素回路、４１０　カソード電極膜、４１７　金
属膜、５１０　カソード電極膜、５１６　金属膜、９１３　コンタクトホール、９１４　
コンタクトホール、９１５　透明電極膜、９１７　金属膜。
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